D. C Calisma Noktasl
ve YUk Dogrusu

Calisma noktasi sekildeki devre kullanilarak daha kolay anlasilir.
Sekil 1




Vg yiihmal ederek giris devresinde KGY(Kirchhoff Gerilim
Yasasi) uygularsak
Vep = Rplp
Iy = — = 0.2mA

I = Iz = 100x0.2k = 20mA bulunur.

Cikis devresinde KGY sinin uygulamasindan
VCE + ICRC —_ 10

Vce = 6V bulunur. Calisma noktasinin gerilimi 6V akimi 20 mA
dir.



Yuk Dogrusu

VCE + ICRC — 10

Cikis devresinin KGY s1 denklemi
10

VCE=O , IC — ﬁ=50mA

IC =0 , VCE =10

Degerleri yardimiyla cikis karekteristikleri uzerinde
yuk dogrusu cizilir Iz taban akimi egrisiyle kesistigi
nokta sekildeki devre icin (@5 noktasi d.c. calisma
noktasidir.




Ongerilim Devreler

Bir transistorin yayici eklemi dogru ongerilim ve toplayici eklemi ters
ongerilim ister. Sekil 2a daki yayicisi toprakl yukselteci distnelim bu
devrede taban dnbesleme akim Rgdirenciyle saglanmaktadir. Yayici
eklemin dogru yon direnci kiictik oldugundan taban akimi I, = VCC/RB
ile verilir. Toplayici akimi I, = fIg oldugu icin calisma noktasi tam
olarak belirlenir.



Sekil 2b deki devrede giris devresine KGY uygularsak
Vee —IgRp — Vg — IgRg =0
IE — IC + IB
[ = Vece—VBE—IcRE
=
Rg+Rp

bulunur.
Sekil 2. Ongerilim Devreleri




Sekil 2c deki dngerilim devresinde R, direnci Uzerindeki
Thevenin gerilimi Vi, gerilim bdllcl yontemi uygulanarak
bulunur.

VeeR;
Vin =
+ R
R k 2
th =R, + R2

dir. Sekil 2c asagidaki sekle donusur.




* Giris devresine KGY uygularsak
*Vin = IgRn — Vpg — [gRg =0
* Ve

Vin—VBE—IcRE
Re+R¢p

olarak bulunur.
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